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Детектування газів в складі навколишнього повітря і технологічних газових сумішей широко застосовується для екологічного моніторингу, контролю над вихлопними газами на транспорті і в промисловості, забезпечення пожежної безпеки, медичної діагностики і створення систем штучного нюху [1]. Серед численних технологій і пристроїв детектування газів, (хемо) резистивні сенсори є одними з найбільш компактних і енергоефективних. Їх дія заснована на оборотній зміні провідності (електричного опору) чутливого напівпровідникового елемента в залежності від складу навколишньої газової суміші. При цьому вимір коливань опору сенсорного матеріалу дозволяє якісно і кількісно визначити присутність того чи іншого газу в навколишній атмосфері. У загальному випадку, практично будь-який напівпровідниковий матеріал здатний давати подібний відгук на той чи інший газ, однак для поліпшення чутливості, селективності і інших експлуатаційних характеристик газових сенсорів потрібно спрямований дизайн сенсорних матеріалів, включаючи створення нанокомпозитів напівпровідник-метал і напівпровідник-напівпровідник.

В даний час широко поширені хеморезистивні газові сенсори на основі напівпровідникових оксидів металів, в першу чергу SnO2, а також ZnO, TiO2, WO3, In2O3    та ін. [2]. Як правило, дані матеріали використовуються у вигляді нанорозмірних частинок, які контактують одна з одною. Подібна пориста структура дозволяє молекулам з навколишньї газової фази краще проникати вглиб напівпровідникового шару.

Метою дипломної роботи є дослідження електрофізичних властивостей  плівок SnO2 та встановлення їх чутливості до наявності в оточуючій атмосфері парів води, етилового та ізопропілового спирту при кімнатній температурі.
результати РОБОТИ та висновки

1. Ширина забороненої зони досліджуваних наноструктурованих плівок SnO2 становить біля 3,1 еВ. Концентрація вільних електронів при кімнатній температурі складає 9·1012 см-3. Смуги фотолюмінесценції з максимумами
 Еm1≃1,65 еВ та Em2≃2,14 еВ обумовлені випромінювальними переходами електронів із зони провіднсті на рівні VO(100°) та VO(130°), відповідно.
2. Прогрівання плівок SnO2 у вакуумі, яке призводить до суттєвого збільшення їх електропровідності, зумовлено десорбцією кисню, внаслідок чого зменшується поверхневий запірний вигин енергетичних зон.

3. Зростання електропровідності досліджуваних плівок SnO2 в атмосфері парів води обумовлено дисоціативною адсорбцією молекул води на поверхні мікрокристалів SnO2 , в результаті якої виникають додаткові вільні носії заряду.

4. Напускання в камеру парів етилового чи ізопропілового спирту призводить до зменшення провідності досліджуваних плівок SnO2. Це обумовлено тим, що адсорбовані молекули етанолу та пропанолу-2 збільшують висоти міжкристалітних потенціальних бар’єрів.

5. Сталі часу τа і τд, які характеризують швидкість процесів адсорбції та десорбції для парів етилового спирту становили τа=60с, τд=45с, для ізопропілового спирту τа=27с, τд=20с.

6. Оборотна зміна рівня провідності плівок SnO2 при наявності (чи відсутності) в оточуючій атмосфері парів води, етилового чи ізопропілового спирту вказує на можливість застосування зазначених плівок в якості основи для сенсорів вологи та парів етилового та ізопропілового спирту, працюючих при кімнатній температурі.
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